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(54)【発明の名称】 表示装置

(57)【要約】
【課題】  歩留まり及び長期信頼性に優れた、アクティ
ブマトリックス型の表示装置に適する表示装置を提供す
る。
【解決手段】  基板１上の配線４による凹凸を覆う状態
で基板１上に設けられた層間絶縁膜６と、層間絶縁膜６
上に設けられた有機ＥＬ素子１０とを備えてなる表示装
置において、層間絶縁膜６は、配線４を埋め込む状態で
形成された平坦化絶縁層６ａと、平坦化絶縁層６ａの表
面を覆う状態で形成されたコート層６ｂとで構成されて
いる。平坦化絶縁層６ａは、有機物を含む材料、例えば
スピンオングラスまたは樹脂材料からなる塗布膜であ
り、コート層６ｂは無機材料からなる膜である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板上の凹凸を覆う状態で当該基板上に
設けられた層間絶縁膜と、この層間絶縁膜上に設けられ
た表示素子とを備えてなる表示装置において、
前記層間絶縁膜は、有機物を含む材料からなり前記凹凸
を埋め込む状態で形成された平坦化絶縁層と、無機材料
からなり当該平坦化絶縁層の表面を覆う状態で形成され
たコート層とで構成されたことを特徴とする表示装置。
【請求項２】  請求項１記載の表示装置において、
前記表示素子は、有機エレクトロルミネッセンス素子で
あることを特徴とする表示装置。
【請求項３】  請求項１記載の表示装置において、
前記平坦化絶縁層は、塗布膜からなることを特徴とする
表示装置。
【請求項４】  請求項１記載の表示装置において、
前記平坦化絶縁層は、スピンオングラスまたは樹脂材料
からなることを特徴とする表示装置。
【請求項５】  請求項１記載の表示装置において、
前記層間絶縁膜には、当該層間絶縁膜の下層に達するコ
ンタクトホールが設けられ、
前記コート層は、前記コンタクトホールの側周壁を覆う
状態で設けられたことを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、表示装置に関し、
特には表示素子として有機エレクトロルミネッセンス素
子を用いてなるアクティブマトリックス型の有機エレク
トロルミネッセンスディスプレイに適する表示装置に関
する。
【０００２】
【従来の技術】有機材料のエレクトロルミネッセンス(e
lectroluminescence：以下ＥＬと記す）を利用した有機
ＥＬ素子は、陽極と陰極との間に、有機正孔輸送層や有
機発光層を積層させた有機層を設けてなり、低電圧直流
駆動による高輝度発光が可能な発光素子として注目され
ている。
【０００３】このような有機ＥＬ素子を表示素子として
用いた表示装置のうち、各画素に有機ＥＬ素子を駆動す
るための薄膜トランジスタ（thin film transistor：以
下ＴＦＴと記す）を設けてなるアクティブマトリックス
型の表示装置は、基板上に設けられたＴＦＴ及び配線を
覆う状態で平坦化絶縁膜が設けられ、この平坦化絶縁膜
上に有機ＥＬ素子が設けられている。また、有機ＥＬ素
子と配線とは、平坦化絶縁膜に形成されたコンタクトホ
ールを介して接続されている。
【０００４】平坦化絶縁膜としては、例えば特開平 10-
189252に開示されるように、ポリイミドのような樹脂材
料をスピンコート法によって塗布したもの、さらには酸
化シリコン系材料膜や窒化シリコン系材料膜をＣＶＤ(c
hemical vapor deposition）法によって成膜し、ポリマ
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ーコーティングを行った後、ＲＩＥ（reactive ion etc
hing）によって全面エッチバックしたものが用いられて
いる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】ところが、このような
表示装置においては、次のような課題があった。すなわ
ち、スピンコート法のような塗布によって形成される平
坦化絶縁膜は、その大部分が有機材料からなるか、また
は有機材料を含んでいるため、吸水性が高い。例えば、
市販されているコーティング液を用いて塗布形成された
ポリイミド膜の吸水率は１％～３％程度にもなる。とこ
ろが、表示素子として用いられる有機ＥＬ素子は、その
発光部が有機物からなるものであるため、吸湿によって
発光強度が低下したり、駆動電圧が上昇するなどの不具
合が発生し易い。このため、上述のような吸湿性の高い
材料を平坦化絶縁膜として用いた場合には、この平坦化
絶縁膜から徐々に放出される水分が表示素子の表示性能
に対して大きな影響を及ぼすことになり、表示装置とし
て十分な長期信頼性を得ることができなかった。また、
吸湿による表示素子の劣化は、表示装置の製造工程中に
も進行するため、平坦化絶縁膜からの水分放出は、表示
装置の歩留まりを低下させる要因にもなっている。
【０００６】一方、ＣＶＤ法による成膜とＲＩＥによる
エッチバックによる平坦化絶縁膜の形成では、その後こ
の平坦化絶縁膜上に形成される有機ＥＬ素子にとって必
要十分な平坦性を得ることが難しい。特に、ＲＩＥによ
る全面エッチバックでは、被エッチング膜の弱い部分が
選択的にエッチングされる。このため、配線等の埋め込
みによって形成される大きな凹凸は緩和されるが、完全
に平坦ではない被エッチング膜の初期表面においては被
エッチング膜のグレイン形状を強調するようにエッチン
グが進み、エッチバックされた膜の平坦性がさらに悪化
する。また、大面積の基板を用いた場合、基板の全面に
おいて均一な平坦性を得ることはかなり困難である。
【０００７】そして、このように平坦性が不十分な平坦
化絶縁膜上に表示素子を設けた場合、この表示素子を構
成する各層の膜厚を均一にすることが困難になるため、
均一な表示特性を得ることが難しくなる。特に、表示素
子として用いられる有機ＥＬ素子は、その発光部が極薄
い有機膜で構成されているため、膜厚のばらつきが表示
特性に対して影響を及ぼし易く、例えば駆動時に膜厚の
薄い部分に局所的に電解が集中して漏れ電流が発生する
などの不具合が発生し、安定した表示を行うことが困難
になる。
【０００８】そこで本発明は、このような課題を解決
し、歩留まり及び長期信頼性に優れた、アクティブマト
リックス型の表示装置に適する表示装置を提供する。
【０００９】
【課題を解決するための手段】このような目的を達成す
るために成された本発明は、基板上の凹凸を覆う状態で
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当該基板上に設けられた層間絶縁膜と、この層間絶縁膜
上に設けられた表示素子とを備えてなる表示装置におい
て、層間絶縁膜は、有機物を含む材料からなり前記凹凸
を埋め込む状態で形成された平坦化絶縁層と、無機材料
からなり平坦化絶縁層の表面を覆う状態で形成されたコ
ート層とで構成されたことを特徴としている。
【００１０】このような構成の表示装置では、平坦化絶
縁層が、有機物を含む材料で構成されているため、この
平坦化絶縁層を平坦性に優れた塗布膜として形成するこ
とができる。このため、この平坦化絶縁層を覆うコート
層と共に平坦性に優れた層間絶縁膜が構成され、この上
部に表示素子を設けることができ、当該表示素子を構成
する各層の膜厚が均一化される。しかも、コート層を無
機材料で構成したことで、平坦化絶縁層を構成する有機
物から放出されるガス成分（例えば水蒸気）に対してこ
のコート層がバリアとなり、このコート層上に設けられ
た表示素子側へのガス成分（特に水蒸気）の供給が防止
され、表示素子の吸湿による劣化が防止される。
【００１１】
【発明の実施の形態】以下、本発明の表示装置の実施の
形態を、図面に基づいて説明する。尚、ここでは、表示
素子として有機ＥＬ素子を用いたアクティブマトリック
ス型の表示装置に本発明を適用した実施の形態を説明す
る。
【００１２】図１に示す表示装置は、例えばガラス材料
からなる基板１上に、ボトムゲート型（トップゲート型
でも良い）のＴＦＴ２が行列状に設けられており、これ
らのＴＦＴ２を覆う状態で絶縁膜３が形成されている。
また、この絶縁膜３上には、ここでの図示を省略した接
続孔を介してＴＦＴ２に接続された配線４が設けられて
おり、この配線４が基板１表面における最大の凹凸とな
っている。
【００１３】そして、絶縁膜３上には、この配線４を埋
め込む状態で層間絶縁膜６が設けられている。この層間
絶縁膜６は、配線４を埋め込む状態で絶縁膜３上に形成
された平坦化絶縁層６ａと、その上層のコート層６ｂと
からなる多層構造に構成されている。ここで、平坦化絶
縁層６ａは、ＳＯＧや樹脂材料（例えばポリイミド系樹
脂、アクリル系樹脂、有機シリカ膜）のような有機物を
用いて得られる材料からなり、スピンコート法のような
塗布法によって形成された塗布膜であることとする。一
方、コート層６ｂは、平坦化絶縁層６ａからのガス放出
を抑えることのできるガスバリア性のある絶縁材料を用
いて構成されることとし、酸化シリコン、窒化シリコン
（Ｓｉ3 Ｎ4 ）、アモルファスシリコン（α－Ｓｉ）ま
たは酸化アルミニウム（Ａｌ2 Ｏ3 ）等の無機材料を用
いて、単層または多層構造に構成されている。また、こ
のコート層６ｂは、平坦化絶縁層６ａからのガスの放出
を十分に抑えることができる膜厚を有している。
【００１４】このような多層構造に構成された層間絶縁
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膜６には、配線４に達する接続孔７が設けられている。
ただし、接続孔７の側周壁はコート層６ｂで覆われてお
り、平坦化絶縁膜６ａの上面及び接続孔７内に臨む面が
コート層６ｂで完全に覆われた状態になっている。この
ため、図２に示すように、平坦化絶縁層に形成された開
口部７ａの底面開口の内側に、コート層の開口部７ｂが
設けられていることになる。尚、図２においては、接続
孔７の開口形状を円形で示したが、接続孔７の開口形状
はこれに限定されることはなく、正方形を含む矩形形状
や、多角形でも良い。
【００１５】そして、この接続孔７を介して、配線４に
接続された状態で、層間絶縁膜６上に有機ＥＬ素子１０
が設けられている。この有機ＥＬ素子１０は、例えば基
板１と反対側から発光光を放出する上面発光型であり、
接続孔７を介して配線４に接続された下部電極１１、下
部電極１１の周縁を覆う状態で設けられた絶縁層１２、
下部電極１１上に設けられた有機層１３、この上部に設
けられた上部電極１４及び透明電極１５によって構成さ
れている。尚、この有機ＥＬ素子１０は、基板１側から
光を取り出す透過型であっても良い。
【００１６】次に、図３及び図４の工程断面図を用いて
この表示装置の各構成要素の詳細をその製造工程順に説
明する。
【００１７】先ず、図３（１）に示すように、例えば透
明ガラスからなる基板１上にボトムゲート型のＴＦＴ２
を形成し、このＴＦＴ２を覆う状態で絶縁膜３を形成す
る。次に、この絶縁膜３にここでは図示を省略した接続
孔を形成した後、この接続孔を介してＴＦＴ３に接続さ
れる配線４を絶縁膜３上に形成する。この配線４は、Ｔ
ＦＴ２間または、後の工程で形成される有機ＥＬ素子と
ＴＦＴ２とを接続するためのものであり、例えば１．０
μｍ程度の高さのアルミニウム配線として形成される。
この配線４の形成が、基板１表面における凹凸の最大の
要因になる。
【００１８】次に、図３(２)に示すように、配線４の形
成による凹凸を平坦化するために、上部に配線４が形成
された絶縁膜３上に、配線４による凹凸を埋め込む状態
で平坦化絶縁層６ａを形成する。この平坦化絶縁層６ａ
は、ポジ型の感光性ポリイミドからなる。また、絶縁膜
３上への平坦化絶縁層６ａの形成は、この感光性ポリイ
ミドを回転数３２００ｒｐｍでスピンコート法によって
塗布することで行われる。また、塗布後、直ちにホット
プレート上にて９０℃，１０分のプリベークを行う。そ
して、プリベーク後における平坦化絶縁層６ａの塗布膜
厚を２．４μｍ程度とし、この平坦化絶縁層６ａによっ
て配線４を埋め込むこととする。
【００１９】以上の後、露光装置を用いて平坦化絶縁層
６ａに対してパターン露光を行い、露光部分を現像液に
対して可溶にする。このパターン露光においては、例え
ば近接（プロキシミティ）露光装置を用い、露光量を５
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００ｍJとする。
【００２０】次に、パターン露光後の平坦化絶縁層６ａ
に対してシャワー回転式現像装置を用いて現像処理を行
い、露光部を現像液に溶解させて除去する。この際、現
像液として、ＴＭＡＨ（tetramethylammonium hydroxid
e）２．３８％水溶液（例えば東京応化製ＭＮＤ－３）
を用い、現像時間を３分程度にする。
【００２１】以上の一連のリソグラフィー処理によっ
て、平坦化絶縁層６ａを所定形状にパターニングし、配
線４に達する開口部７ａを形成する。
【００２２】その後、平坦化絶縁層６ａを構成する感光
性ポリイミドのイミド化（環化）を進めるための本焼成
をクリーンベーク炉にて行う。この際、窒素雰囲気中に
て１７０℃で６０分の焼成後、３５０℃で３０分の焼成
を行う。尚、本焼成後における平坦化絶縁層６ａの膜厚
は２.０μｍ程度となり、この平坦化絶縁層６ａによっ
て配線４が埋め込まれる。この際、平坦化絶縁層６ａ表
面の平坦性（凸部と凹部の最大高低差）は約０．３μ
ｍ、吸水率は１．５重量％程度になる。
【００２３】ここで、平坦化絶縁層６ａは、スピンコー
ト法やその他の塗布法によって形成される塗布膜であれ
ば、上記感光性ポリイミドからなるものに限定されるこ
とはなく、感光性を持たない樹脂材料膜や、ＳＯＧ（sp
in on glass）膜であっても良い。ただし、感光性を持
たない材料で平坦化絶縁層６ａを形成する場合には、平
坦化絶縁層６ａを形成した後にこの平坦化絶縁層６ａ上
にレジストパターンを形成し、このレジストパターンを
マスクに用いて平坦化絶縁層６ａをエッチングすること
で開口部７ａを形成することとする。
【００２４】以上のようにして、平坦化絶縁層６ａに開
口部７ａを形成した後、図３（３）に示すように、開口
部７ａの内壁を含む平坦化絶縁層６ａの露出表面を覆う
状態で、コート層６ｂを形成する。ここでは、プラズマ
ＣＶＤ(chemical vapor deposition）法によって酸化シ
リコン（ＳｉＯ2 ）からなるコート層６ｂを形成する。
この際、反応ガスとしてシラン（ＳｉＨ4 ）及び亜酸化
窒素（Ｎ2 Ｏ）を用い、成膜温度を３２０℃、成膜雰囲
気内ガス圧力を５０Ｐａに設定した成膜を行う。そし
て、十分なガスバリア性が得られ、かつ加工が容易に行
える範囲の膜厚（ここでは５００ｎｍ）を有する酸化シ
リコンからなるコート層６ｂを形成する。この、コート
層６ｂの成膜方法は、プラズマＣＶＤ法に限定されるこ
とはないが、十分なガスバリア性を有する膜が得られる
成膜方法を適用することが望ましい。
【００２５】次に、このコート層６ｂ上に、ここでの図
示を省略したレジストパターンを形成し、このレジスト
パターンをマスクにして平坦化絶縁層６ａに形成した開
口部７ａの底面のコート層６ｂ部分をエッチング除去
し、このコート層６ｂに開口部７ｂを形成する。この
際、図２に示したように、平坦化絶縁層６ａに形成され
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た開口部７ａの底面開口よりも内側に、コート層６ｂの
開口部７ｂが設けられるようにする。また、酸化シリコ
ンからなるコート層６ｂのエッチングは、例えばフッ酸
とフッ化アンモニウムとの混合水溶液を用いたウェット
エッチング、またはフッ素系ガス（例えば四フッ化メタ
ン：ＣＦ4 ）を用いたドライエッチングによって行われ
る。
【００２６】以上によって、平坦化絶縁層６ａの露出表
面をコート層６ｂで覆った状態を保ちつつ、平坦化絶縁
層６ａとこれを覆うコート層６ｂとからなる層間絶縁膜
６に、配線４に達する接続孔７を形成する。
【００２７】尚、平坦化絶縁層６ａとこれを覆うコート
層６ｂとからなり、側周壁がコート層６ｂで覆われた接
続孔７の層間絶縁膜６の形成方法は、上述した手順に限
定されることはなく、次のような手順での形成も可能で
ある。
【００２８】先ず、平坦化絶縁層とコート層とを続けて
成膜した後、レジストパターンをマスクに用いたエッチ
ングによって、この平坦化絶縁層とコート層とに配線に
達する接続孔を形成する。次に、接続孔の内壁を覆う状
態で第２コート層を形成し、接続孔の内壁に第２コート
層からなるサイドウォールを残す状態で第２コート層を
エッチバックする。これによって、平坦化絶縁層の上部
がコート層で覆われ、接続孔の内壁が第２コート層で覆
われた平坦化絶縁膜が得られる。このような方法では、
接続孔を形成するためのレジストパターンの形成を一回
行えばよく、マスク工程を削減できる。また、マスク合
わせを行う必要がないため、微細化に適している。
【００２９】以上のような方法の中から選択された方法
によって、配線４に達する接続孔７を設けた層間絶縁膜
６を形成した後、次にようにして、この層間絶縁膜６上
（すなわちコート層６ｂ上）に有機ＥＬ素子１０を形成
する。尚、ここでは、一例として基板１と反対側から発
光光を放出する上面発光型の有機ＥＬ素子を形成する場
合を説明するが、本発明はこれに限定されることはな
く、基板１側から光を取り出す透過型の有機ＥＬ素子を
形成しても良い。
【００３０】先ず、図３（４）に示すように、コート層
６ｂ上に、金属（例えばＣｒ）からなる下部電極１１
を、接続孔７を介して配線４に接続させる状態で形成す
る。この下部電極１１は、有機ＥＬ素子の陽極として用
いられることとする。
【００３１】この下部電極７を形成するには、先ず、Ｄ
Ｃスパッタ法によって、膜厚２００ｎｍのクロム（Ｃ
ｒ）膜を成膜する。この際、例えば、スパッタガスとし
てアルゴン（Ａｒ）用い、スパッタ雰囲気内圧力を０．
２Ｐａ、ＤＣ出力を３００Ｗに設定して成膜を行う。次
に、通常のリソグラフィー技術を用いて形成したレジス
トパターンをマスクに用いてクロム膜をエッチングし、
これによって所定形状にパターニングされたクロムから
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7
なる下部電極１１を得る。
【００３２】クロム膜のエッチングには、硝酸第二セリ
ウムアンモニウムと過塩素酸との混合水溶液系のエッチ
ング液、例えばＥＴＣＨ－１〔三洋化成工業（株）製商
品名〕を用いたウェットエッチングを行うことで、高精
度にかつ再現性良いエッチング加工を行うこととする。
ただし、さらに加工精度が要求される場合には、ドライ
エッチングを行うこととする。クロム膜のドライエッチ
ングを行う場合には、例えばエッチングガスとして塩素
(Ｃｌ

2
）と酸素（Ｏ

2
）の混合ガスを用いる。この際特

に、ＲＩＥ（reactive ion etching）を行うことで、高
精度の加工が可能になると共に、エッチング側壁の形状
を制御することが可能になる。例えば、所定のエッチン
グ条件でエッチングすることによって、エッチング側壁
をテーパ形状にすることができるため、この下部電極１
１と以降の工程で形成する上部電極との間のショートを
低減できる。
【００３３】次に、図４(１)に示すように、下部電極１
１上に開口部１２ａを有し、かつ下部電極１１の周縁を
覆う形状の絶縁層１２を形成する。この絶縁層１２を構
成する材料に特に限定はないが、ここでは例えば酸化シ
リコン（ＳｉＯ

2
）を用いることとする。

【００３４】この絶縁層１２を形成するには、先ず、例
えばスパッタリングによって膜厚２００ｎｍの酸化シリ
コン膜を形成し、次に通常のリソグラフィー技術を用い
てこの酸化シリコン膜上にレジストパターンを形成す
る。その後、このレジストパターンをマスクに用いて酸
化シリコン膜をエッチングすることで、下部電極１１上
に開口部１２ａを有し、かつその周縁を覆う形状の絶縁
層１２を得る。この際のエッチングとしては、例えばフ
ッ酸とフッ化アンモニウムとの混合水溶液を用いたウェ
ットエッチング、またはドライエッチングを行うことが
できる。尚、この絶縁層１２は、必要に応じて形成され
れば良く、この絶縁層１２を設けることによって、下部
電極１１と以降の工程で形成する上部電極との間のショ
ートを防止することが可能になる。また、この絶縁層１
２を設けた場合には、絶縁層１２の開口部１２ａが有機
ＥＬ素子の発光部分となる。
【００３５】次に、図４(２)に示すように、必要に応じ
て絶縁層１２が形成された基板１を真空蒸着装置（図示
省略）内に搬入し、マスクＡ上からの真空蒸着によっ
て、各下部電極１１上をそれぞれ独立した状態で覆う形
状の有機層１３を形成する。この際、絶縁層１２の縁部
分も有機層１３で覆われるようにマスクＡを設計するこ
とで、下部電極１１が有機層１３で完全に覆われるよう
にする。また、この有機層１３は、ここでの図示を省略
した有機正孔注入層、有機正孔輸送層、電子輸送層を兼
ねた有機発光層を下層から順に積層してなる。
【００３６】このような構成の有機層１３の一例として
は、有機正孔注入層としてＭＴＤＡＴＡ〔4,4',4"-トリ
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ス（3-メチルフェニルフェニルアミノ）トリフェニルア
ミン〕を３０ｎｍの膜厚に形成し、有機正孔輸送層とし
てα－ＮＰＤ〔ビス（N-ナフチル）-N-フェニルベンジ
ジン〕を２０ｎｍの膜厚に形成し、有機発光層としてＡ
ｌｑ３（８－キノリノールアルミニウム錯体）を５０ｎ
ｍの膜厚に形成して用いる。
【００３７】また、有機層１３の真空蒸着においては、
それぞれの材料０．２ｇを抵抗加熱用の各ボートに充填
して真空蒸着装置の所定の電極に取り付け、蒸着雰囲気
内を１．０×１０-4Ｐａにまで減圧した後、各ボートに
電圧を印加することで、各ボート内の材料を順次蒸着さ
せる。また、マスクＡには、金属マスクを用いることと
する。
【００３８】次に、図４（３）に示すように、マスクを
取り除いた真空蒸着によって、基板１の上方の全面に、
有機層１３及び絶縁層１２を覆う上部電極１４を形成す
る。この上部電極１４は、有機ＥＬ素子の陰極として用
いられるもので、例えばマグネシウムと銀との合金（Ｍ
ｇ：Ａｇ）で構成される。この上部電極１４の膜厚は、
例えば１０ｎｍであることとする。尚、この上部電極１
４の真空蒸着は、有機層１３の真空蒸着を行った真空蒸
着装置内にて連続して行われる。
【００３９】このような上部電極１４の真空蒸着におい
ては、マグネシウム０．１ｇ、銀０．４ｇを各ボートに
充填して真空蒸着装置の所定の電極に取り付け、蒸着雰
囲気内を１．０×１０-4Ｐａにまで減圧した後、各ボー
トに電圧を印加することで、ボート内のマグネシウム及
び銀を共蒸着させる。この際、マグネシウムと銀の成膜
速度の比が、９：１程度になるようにする。
【００４０】以上の後、図１に示したように、上部電極
１４上に、透明電極膜１５を成膜する。ここでは、この
透明電極膜１５として、室温成膜で良好な導電性を示す
インジウム亜鉛酸化物（Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ）系の透明導電
性材料を用いることとする。このような材料からなる透
明電極膜１５の成膜は、例えばＤＣスパッタ法によって
行うこととする。この際の成膜条件の一例としては、ス
パッタガスにアルゴン（Ａｒ）と酸素（Ｏ

2
）との混合

ガス（体積比Ａｒ：Ｏ
2
＝１０００：５）を用い、スパ

ッタ雰囲気内圧力を０．３Ｐａ、ＤＣ出力を４０Ｗに設
定し、膜厚２００ｎｍの透明電極膜１５を成膜する。
【００４１】以上のようにして、下部電極（陽極）１
１、有機層１３、上部電極（陰極）１４及び透明電極膜
１５を順次積層してなる複数の有機ＥＬ素子１０を、表
示素子として層間絶縁膜６上に形成する。これらの有機
ＥＬ素子１０は、層間絶縁膜６に形成された接続孔７及
び配線４を介して各ＴＦＴ２に接続されたものとなる。
【００４２】また、以上のようにして、表示素子として
設けられた各有機ＥＬ素子１０にこれを駆動するための
ＴＦＴ２を接続してなるアクティブマトリックス型の表
示装置が得られる。
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9
【００４３】以上説明した構成の表示装置では、平坦化
絶縁層６ａが、スピンコート法のような塗布法によって
形成されたものであるため平坦性に優れ、この平坦化絶
縁層６ａを覆うコート層６ｂと共に平坦性に優れた層間
絶縁膜６によって配線４が埋め込まれたものとなる。そ
して、この平坦性に優れた層間絶縁膜６上に有機ＥＬ素
子１０を設けることができる。したがって、この有機Ｅ
Ｌ素子１０は、膜厚均一性に優れた各有機層薄膜を有
し、下部電極１１－上部電極１４間のショートが防止さ
れると共に発光面内における発光の均一性が図られ、安
定した表示特性を示すものとなる。
【００４４】しかも、平坦化絶縁層６ａを覆うコート層
６ｂを無機材料で構成したことで、塗布膜からなる平坦
化絶縁層６ａから放出されるガス成分（例えば水蒸気）
に対してこのコート層６ｂがバリアとなり、このコート
層６ｂ上に設けられた有機ＥＬ素子１０側へのガス成分
（特に水蒸気）の放出が防止される。また、層間絶縁膜
６に設けられたコンタクトホール７の側周壁がコート層
６ｂで覆われているため、コンタクトホール７の側周壁
から有機ＥＬ素子１０側への水分放出もが防止される。
したがって、製造工程中における有機ＥＬ素子１０の吸
湿による劣化、及び長期駆動に際しての有機ＥＬ素子１
０の吸湿による劣化を防止することができる。以上の結*
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*果、アクティブマトリックス型の表示装置における歩留
まりの向上と長期信頼性の向上とを図ることが可能にな
る。
【００４５】また、層間絶縁膜６に設けられたコンタク
トホール７の側周壁をコート層６ｂで覆ったことで、コ
ンタクトホール７の上部に有機ＥＬ素子１０を配置した
構成であっても、この有機ＥＬ素子１０の吸湿による劣
化を防止することが可能になる。
【００４６】次に、以上のようにして得られた表示装置
の評価結果を示す。ここでは、実施例として、上記実施
形態で説明した構成の表示装置における表示素子（有機
ＥＬ素子）の駆動電圧、駆動電流、初期駆動時の発光輝
度、及び大気中における１００時間駆動後の発光輝度を
測定した。また、比較例１として、基板上に直接形成さ
れた有機ＥＬ素子に関して上記各値を測定した。さらに
従来構造の表示装置に相当する比較例２として、平坦化
絶縁層のみからなる層間絶縁膜上に直接形成された有機
ＥＬ素子に関して上記各値を測定した。下記表１には、
これらの測定結果を示す。尚、比較例１、比較例２にお
ける平坦化絶縁層、及び有機ＥＬ素子は、実施例の表示
装置における各部材と同様に形成した。
【００４７】
【表１】

【００４８】この表１に示すように、初期駆動時の輝度
（初期の輝度）を比較すると、実施例の有機ＥＬ素子で
は、層間絶縁膜が設けられていない比較例１の有機ＥＬ
素子と同程度にこの値が高く保たれることが分かる。こ
れに対して、平坦化絶縁層上に直接形成された比較例２
の有機ＥＬ素子は、実施例及び比較例１の有機ＥＬ素子
と比較して、この値が低いことがわかる。この結果か
ら、実施例の表示装置においては、平坦化絶縁層上にコ
ート層を設けたことで、その製造工程において平坦化絶
縁層から有機ＥＬ素子側への水分の放出が抑えられ、吸
湿による有機ＥＬ素子の劣化が防止されることが確認で
きた。したがって、実施例の表示装置は、従来の表示装
置と比較して歩留まりの向上が図られていることが確認
できた。
【００４９】また、１００時間駆動後の輝度（１００ｈ
ｒ後の輝度）を比較すると、実施例の有機ＥＬ素子で
は、層間絶縁膜が設けられていない比較例１の有機ＥＬ
素子と同程度にこの値が高く保たれることが分かる。こ
れに対して、平坦化絶縁層上に直接形成された比較例２
の有機ＥＬ素子は、実施例及び比較例１の有機ＥＬ素子
と比較して、この値が低いことがわかる。この結果か

ら、実施例の表示装置においては、平坦化絶縁層上にコ
ート層を設けたことで、長期の駆動に際して平坦化絶縁
層から有機ＥＬ素子側への水分の放出が抑えられ、吸湿
による有機ＥＬ素子の劣化が防止されることが確認でき
た。したがって、実施例の表示装置は、従来の表示装置
と比較して長期信頼性に優れていることが確認できた。
【００５０】
【発明の効果】以上説明したように本発明の表示装置に
よれば、平坦化絶縁層とコート層との多層構造からなる
層間絶縁膜上に表示素子を設けた構成を採用すること
で、例えばアクティブマトリックス型の表示装置のよう
に配線による凹凸を有する基板上であっても、この層間
絶縁膜を介して形成された表示素子の表示特性の安定化
を図ると共に吸湿による劣化を防止することが可能にな
る。したがって、表示装置における歩留まりの向上及び
長期信頼性の向上を図ることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の表示装置の一構成例を示す断面図であ
る。
【図２】本発明の表示装置の一構成例を示す要部平面図
である。
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【図３】実施形態の表示装置の製造手順を示す断面工程
図（その１）である。
【図４】実施形態の表示装置の製造手順を示す断面工程
図（その２）である。 *
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*【符号の説明】
１…基板、４…配線、６…層間絶縁膜、６ａ…平坦化絶
縁層、６ｂ…コート層、７…接続孔、１０…有機ＥＬ素
子（表示素子）

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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摘要(译)

解决的问题：提供一种成品率和长期可靠性优异并且适合于有源矩阵型
显示装置的显示装置。 一种显示装置，其特征在于，具备以覆盖由基板
（1）上的配线（4）引起的凹凸的状态设置在基板（1）上的层间绝缘膜
（6），和设置在层间绝缘膜（6）上的有机EL元件（10）的状态。 层间
绝缘膜6由形成为填充布线4的平坦化绝缘层6a和形成为覆盖平坦化绝缘
层6a的表面的涂层6b构成。 平坦化绝缘层6a是由包含有机物质的材料
（例如旋涂玻璃或树脂材料）制成的涂膜，并且涂层6b是由无机材料制
成的膜。
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